








































以下及び Arガス圧 0.2 Paにて成膜した。基板にはMgO (100)、MgAl2O4 (100)及び KTaO3 
(100)単結晶基板上に基板温度 Ts = 700ºC にて FePt 層(10 nm)成膜した。FePt の組成を
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審査結果の要旨 




結果、島状 FePt薄膜では 50 kOeを超える保磁力が得られたが、平坦な FePt薄膜では 3.3 kOeと大きく
減少することを確認した。このような基板による磁気特性の変化は格子不整合に起因する誘導歪みによ
る Kuの変化および膜形態により説明できることを明らかにした。次に中間層を変化させて作製した
FePt/ X (Cu, Fe/ Au, MgO)/ FePt多層膜においては、中間層の変化により上下の FePt層が独立に磁化反転










平成２８年 ２月 ６日、関係教員出席のもとで最終試験を行った結果、 
合格と判定する。 
 
 
